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Parametry dopuszczalne
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74069

Oznaczenie Nazwa Jedn.
Wartość

min ma z

UDD Napięcie zasilania • V -0,5 +20

UI Napięcie wejściowe V -0,5 UDD + 0,5

XI Prąd wejściowy tnA -10 +1 0

PD Moo rozpraszana mW 500

^amb Temperatura otoczenia w czasie 
pracy

MCY 74....N °C -40 +85
MCY 64....N ° c 0 +70

tstg Temperatura przechowywania ° c -55 +125
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Uktad wypro wadzen Uop 

MCY 74069N 
MCY 64069N 
Sze$ciokrotny inwerter 

SSı CcMOS 
Bramka aluminiowa 

Obudowa CE 70 / 

Uss 

74069 \ 

\ 

Parametry dopuszczalne f 

/IIss = 0 V/ 

Wartos6 
Oznaczenie Nazwa Jedn. 

min max 

"7]]D Napiecie zasilania S -0,5 +20 

UI Napiecie wej£ciowe V} -0,5 UDIJ + 0,5 

17 Prad wejSciowy mA —0 +10 

2 Moo rozpraszana mW 500 

temb Temperatura otoczenia w czasie 

pracy 
S MCY 7h....N SC —40 ‚+85 

MCYX 64....N) SC 0 +70 

A Temperatura przechowywania ° —55 +125 

69



Parametry charakterystyczne statyczne

Ozna-
ozenie

\ s
Nazwa Jedn.

Wartość Warunki pomiaru

łamb min + 25°C ^amb toax UI
[v]

uo

[V ]

UDD

Wmin mai min typ mai min max

IDD Prąd zasilania 
w stanie spo­
czynku M

0,25
0,5
1
5

0,01
0,01
0,01
0,02

0,25
0,5
1
5

7,5 
15 
30 
1 50

o ;5  
0;10 
0 ;15 
0;20

5
10
15
20

d ih Napięcie wejśoio- 
we w stanie wyso­
kim V

4
8
12,5

4
8
12,5

4
8

12,5

0,5
1
1,5

,5
10
15

UIL Napięcie wejśoio- 
we w stanie nis­
kim V

1
2
2,5

1
2
2,5

1
2
2,5

4,5
9,0

13,5

5
10
15

XX Prąd wejściowy JlA ' + 0,1 +10~5 +0,1 + 0,1 0;18 18

U0H
i

Napięcie wyjścio­
we w stanie wyso­
kim

V uDD-0,05 0m -0,05 “dd Udd-0,°5 0 5 * 1 0; 15

D0I Napięcie wyjśoio- 
we w stanie nis­
kim

V 0,05 0 0,05 0,05 UDD 5 ;1 0;15

I0H Prąd wyjściowy 
w stanie wysokim

mA

-0,64
-2
-1,6
-4,2

-0,51
-1,6
-1,3
-3,4

-1
-3,2
-2,6
-6,8

-0,36 . 
-1,15 
-0,9 
-2,4

0;5 
0;5 
0;10 
0;15

4,6
2.5
9.5 

13,5

5
5

10
15

X0I Prąd wyjściowy 
w stanie niskim mA

0,64 
1,6
4,2

0,51
1.3
3.4

1
2,6
6,8

0,36
0,9
2,4

0; 5
0;10
0;15

0,4
0,5
1,5

5
10
15

tamb min “ ~40°C dla MCY 64..... ’ °°C dla MCY 74
tanb mai = +85°C dla MCY 64..... > +70°C dla MCY 74

/

Parametry charakterystyczne dynamiczne
/tamb = +25°c; tp = tf = 20 ns, CL = 50 pF, hl = 200 kQ /

Oznaczenie Nazwa Jedn.
Wartość Warunki

pomiaru
UDD [V]typ mai

— r
^PLH Czas propagacji zmiany 55 110 5

tPHL
stanu z niskiego na wysoki
Czas propagacji zmiany 
stanu z wysokiego na niski

ns 30
25

60
50

10 
15 '

tTLH

tTHI

Czas narastania zbocza sy­ 100 200 5gnału wyjściowego
Czas opadania zbooza 
sygnału wyjściowego

ns

•fr* 
vjn

o 
o 100

80
10
15

Pojemność wejściowa PF 10 15 •« -
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Parametry charakterystyczne statyczne 

z Wartos6 Warunki pomiaru 

Ozna- s 5 
Ozenie zasn ean ] tapb min VEr tand max DE [ 

min max min ] typ | max’| min max | [v]| [v] [v] 

I Prad zasilania * |o,25 0,04 |0,25 7,5|0;5 5 
w stanie spo- < 
BK TAKUSMEN a 0,5 0,01 |0,5 15 |o;410 40 

1 0,01 11 30° |0;15 15 
5 0,02 |5 150 |0;20 20 

er Napigoie wej£oio- s N N 0,5 5 
wo_ w otanie/wyso:| , | 8 8 8 4 56 

12,5 12,5 12,5 453 45 

Uyp | Nepieoie wegjsoi0- 1 1 1 4,5 C 
E n Y 2 2 2 ‚0 10 

S 20R 2,5. 2,3| 43,5 15 

1y | Prad weg&oiowy y} +40,1 41072 |40,1 +0,1[0;18 18 

O RL M O Upp- 005 | Wpp Upp-0,05 0 5310345 

xim 

U, Napieoie wyj£oio- Y 0,05 0 |0,05 0,05[ ı, 551015 
0L | we'w stanie nis- e 3 } 

kim 

Ton | Prad wy36osomy -0,64 \ | -0,54 |-1 -0,36 035 4,6 5 
w stanie wysokim A ı6 ] =3,2 =41,15 035 2,5 5 

] -1,6 ,3 |-2,6 -0,9 0;10:| 9,5 | 10 
} -4,2 -3,4 -6,8 -2,4 0;45 | 13,5 15 

19L Prad -yaénio;y 0,64 0,51 1 S 0,36 035 0,4 5 
” gt.nfe niekim | , | 6 12755 2,6 0,9 0510 | 0,5 | 10 

4,2 E 5,8 2,4 9;45 4,5 45 

tamb min ” 740° ‚ala McY SEL 0° dla MCY Thesen / 

tanb max “ +85°C dla MCY68.....3 +70°C dla ’MCY 7400000 

S / 

Parametry charakterystyczne dynamiczne $ 
O, /tamp = +25°%0; t_ =t, = 20 ns, C, = 50 pF, R = 200 k@/ 

Warto6S6 Warunki 
Oznaczenie Nazwa Q Jedn. pomiaru 

typ max Upp [v] 
T - 

tPLH Czas propagaoji zmiany 55 110 5 
stanu z niskiego na fyaoki S 30 60 410 

t. Czas propagacji zmiany . x 

LO stanu z wysoklego na niski 2 20 U 

tTf.H Czas narastania zbooza sy- 100 200 5 

_ DE “Jg°ia'eg° / ns 50 °| 1400 10 
t Czas opadania zboocza 
THL sygnalu wyj)jSolowego O CD { 

c7 Pojemno$6 wej£oiowa PF 10 15 
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